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デバイスアレイの作製は、グラフェンの産業応用化に重要な役割を担う。現在、高品質なデバ

イスアレイを作製するために、CVD 法により単結晶グラフェン(SCG)の大面積化が図られている

[1]。しかし SCG の大面積化には、精緻な基板処理や成長条件の最適化、長い成長時間を要する。

また、一度大面積に成長したグラフェンをデバイス化するには、ドライエッチングなどによる成

型が必要であり、これに伴うグラフェンの損傷や汚染が懸念される。我々は以前の報告で、銅触

媒上酸化膜のマイクロパターニングによりグラフェンの位置選択的な成長を実現した[2]。さらに

パターンサイズを調整し、内部の結晶数をひとつに低減させた。本研究では、この手法を用いて

SCG を位置選択的に成長させることでエッチングフリーな SCG デバイスアレイの作製を試みた。 

フォトリソグラフィを用いて 300℃で酸化した銅酸化層を部分的にウェットエッチングし、75 

µm四方の金属銅を横配列に露出させた (Fig. 1 (a))。作製したパターニング基板を触媒に用いると、

等間隔に配列したグラフェンが得られた。Fig. 1 (b)に 75 µm四方のパターン内に成長した SCGを

示す。次に、得られたグラフェンがチャネルに対応する電極パターン (Fig. 2)を形成し、SCG デ

バイスアレイを作製した。拡大部にもあるように、パターン内に成長したグラフェンがチャネル

となりデバイスとして動作することを確認した。以上から、銅触媒上でのマイクロパターニング

によりエッチングフリーな SCG デバイスアレイの作製を実現した。 
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Fig. 1. (a) Optical microscope images of a 
patterned copper surface oxidized at 300°C. (b) 
Optical microscope image of a grown SCG grain. 
The dot line indicates a pattern of 75 µm square. 

Fig. 2. Optical microscope images of 
device arrays on Si/SiO2 substrate. The 
inset is optical microscope image of 
two SCG devices. 
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